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表 3 列出了用 C980 光纤制作的 980/1550WDM 耦合器的关键参数指标，数据表明 C980 光纤在制作这类
WDM耦合器时具有插损低、隔离度高的优点，且制备成品率高，器件指标重复性好，应用性能接近同类产品
HI1060FLEX光纤，对某些指标如 1550 nm的插损 C980光纤甚至明显优于 HI1060FLEX光纤。 

表 3. 基于 C980和 HI1060FLEX光纤的 980/1550WDM耦合器的参数对比 

  C980 HI1060FLEX 

980/1550WDM耦

合器* 

隔离度(dB) 
25.080±0.325 @980 nm 

31.943±3.245 @1550 nm 

27.845±0.629 @980 nm 

32.732±2.764 @1550 nm 

插损(dB) 
0.119±0.047 @980 nm 

0.070±0.042 @1550 nm 

0.111±0.059 @980 nm 

0.206±0.040 @1550 nm 

* 该 50只耦合器样品由广州奥鑫通讯设备有限公司制备，耦合器的数据由奥鑫公司测试、提供。采取同样的制备工艺，奥

鑫公司使用 HI1060FLEX光纤制备了 57只同型号的耦合器，对耦合器进行了测试并提供了数据。 

 

5.  光纤熔接 
C980 光纤在实际应用时涉及到的另一项重要指标是熔接损耗，针对其应用环境（主要是 EDFA 系统）进

行了以下熔接实验，并与 HI1060FLEX光纤进行对比，实验结果详见表 4。 
表 4. C980和 HI1060FLEX光纤的熔接损耗对比 

 C980 HI1060FLEX  

熔接损

耗(dB) 

C980 - C980 0.04 @980 nm 

0.04 @1550 nm 

HI1060FLEX - 

HI1060FLEX 
0.03 @1550 nm 

藤仓80S熔接机

“FX-FX”程序 C980 – HI1060FLEX 

C980 - HI1060 0.08 @980 nm HI1060FLEX – HI1060 0.06 @980 nm 
藤仓80S熔接机

“FX-HI”程序 

C980 – SMF-28e+ 0.08 @1550 nm HI1060FLEX –SMF-28e+ 0.07 @1550 nm 
藤仓80S熔接机

“FX-SM”程序 

从表 4的实验结果来看，长飞 C980光纤具有良好的熔接性能，使用现有的熔接机设备及程序，可以实现
低的熔接损耗。 

6.  总结 

长飞通过对光纤的结构进行设计上的优化，利用其特有的 PCVD工艺，制备了全新的单模耦合光纤。经过
拉锥实验、分路器实验、耦合器实验以及熔接实验的验证，证明其具有良好的熔融拉锥性能和熔接性能，光纤
非常适合用于耦合器等光纤器件的制作。 

 


